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Questão 1: [4,0 pontos] Dado o circuito a seguir e a tabela de parâmetros dos transistores, 

determine ID1, ID2, ID3, ID4 e Vo. 

PMOS: VT=-1V k’=40µA/V2 W/L2=2,5 W/L4=30 λ≅0 

NMOS: VT=1V k’=100µA/V2 W/L1=4 W/L3=40 λ≅0 

 

 

 

Questão 2: [4,0 pontos] Assumindo que gm1 e gm2 são conhecidos e que |Va|→∞ para 

ambos os transistores, determine a expressão literal para Av=Vo/Vi. 

 

 

 

Questão 3: [2,0 pontos] Implemente a função lógica: S AB C= +  
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FORMULÁRIO 
 

• MOSFET reforço (enriquecimento, acumulação, intensificação): 

 

NMOS Equações PMOS 
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(b) Região de Triodo 
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(c) Região de Saturação 
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• Modelo de pequenos sinais do MOSFET reforço: rd=|Va|/ID; gm=K⋅(VGS-VT) 
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